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Closed Drift Linear Source 공정을 이용한 SiOxCyHz barrier films 제작
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초 록 : 최근 Flexible organic electronics 분야에 대한 관심과 더불어 소자의 산소 및 수분의 침투

를 방지하기 위한 투습방지막 연구가 활발히 진행되고 있다. 이에 본 연구에서는 Closed Drift Linear 

Source(CDLPS) 플라즈마 공정을 이용하여 저온 고속의 SiOxCyHz barrier flims 형성 연구를 진행하였

다. HMDSO(hexamethyldisiloxane), TMS(trimethylsilane)와 산소를 기반으로 HMDSO/HMDSO+산소의 비

율에 따라 Si(-Ox) 변화에 따른 특성 평가를 진행하였다. X-ray photoelectrom spectroscopy(XPS) 및 

Ft-IR spectrometer 측정 시 3.7% 비율에서 실리콘 원소가 산소 라디칼과 효율적인 반응을 함으로써 

단일한 SiO2 박막이 형성됨을 확인 하였다. 그와 반면에 비율의 증가로 인해 다량의 HMDSO 물질이 

주입 되었을 시 산소 라디칼과 충분히 반응 되지 못하여 SiO2에 비해 Si(CH)x 가 많이 함량 된 

Polymer like한 SiOx가 많이 형성되었다. 박막의 증착율의 경우에는 3.7%에서 18%로 증가함에 따라 

35 nm/min에서 180 nm/min의 증착율을 가지는 것을 확인 하였다. 3.7% 비율의 단일 SiO2 공정 조건

으로 유기태양전지에 형성 하였을 시 소자의 에너지 변환 효율(PCE)이 변화 없는 것을 확인하였다. 

이는 기존 공정에 비해 CDLPS 플라즈마 공정의 경우 유기소자에 플라즈마로 인한 열에너지나 이온 

충격 에너지로 인한 영향 없는 것을 확인 할 수 있다. 이런 장점을 통해 CDSPS를 이용한 공정 기술

은 다양한 유기 소자의 barrier 형성 연구에 큰 도움이 될 것이다. 
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